
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

มนุษยไดพยายามสรรคสรางเทคโนโลยีใหมๆ ขึ้นมาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและอํานวยความ
สะดวกสบาย  ดังนั้นเทคโนโลยีระดับนาโนจึงได ถือกําเนิดขึ้นมาและได รับความสนใจจาก
นักวิทยาศาสตรและนักวิจัยเปนอยางมากในปจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากนาโนเทคโนโลยี เปนเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการสรางวัสดุเล็ก ๆ ที่มีขนาดในชวง 0.1–100 นาโนเมตร วัสดุที่อยูในระดับนาโนนี้จะให
สมบัติพื้นฐานและกลไกตางๆ แตกตางไปจากที่เราพบเห็นในระดับที่ใหญขึ้นมา เชน ทอนาโน
คารบอน (carbon nanotube) จะมีคาความแข็งแกรงตอการดึงสูงสุด (tensile strength) เทากับ 200 

จิกะพาสคัล ซ่ึงมากกวาเหล็กประมาณ 100 เทา ในขณะที่น้ําหนักเบากวา 6 เทา หลังจากการคนพบทอ
นาโนคารบอนนักวิจัยสามารถที่จะสังเคราะหวัสดุพวกทอนาโน (nanotubes) และเสนใยนาโน 
(nanofibers) ของสารประกอบอื่นไดอีกมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ นาโนออกไซดของสารกึ่งตัวนํา  
 ตั้งแตมีการคนพบสารกึ่งตัวนําชนิดออกไซดที่มีขนาดนาโน  (nanobelts, nanowires และ 
nanorods) ในป 2001 งานวิจยัทางดานคุณสมบัติของออกไซดนาโนก็ไดขยายอยางรวดเร็ว  หนึ่งใน
ออกไซดนาโนที่ไดรับความสนใจเปนอยางมากก็คือซิงกออกไซด  ที่เปนเชนนีก้็เพราะวา ซิงกออกไซด  
เปนสารกึ่งตัวนําที่มีระดับพลังงาน (energy band gap) เทากับ 3.37 อิเล็กตรอนโวลต ซ่ึงถือวา
คอนขางกวาง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงระดบัพลังงานของอิเล็กตรอนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ปลอยออกมา
จะความยาวคลื่นที่ส้ัน ทําใหมีการนําไปประยุกตใชในหลายๆ ดาน เชน  nano-laser arrays, gas 

sensor, solar cell และ  field emission devices เปนตน ซ่ึงในการประยกุตขัน้สูงมีความจําเปน
อยางมากที่จะตองใชซิงกออกไซดที่มีรูปรางและการจดัเรียงตัวอยางเปนระเบียบ [1,2,3]    

ในงานวิจัยนี้ไดทําการสังเคราะหเสนใยนาโนของซิงกออกไซดโดยวิธีการใหกระแสไฟฟา
โดยตรงซึ่งทางหนวยวิจัยนาโนวัสดุพัฒนาขึ้นมาเองและการใหความรอนโดยการใชเตาเผา จากนั้นทํา
การเปรียบเทียบและหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดที่ทําใหเสนใยนาโนของซิงกออกไซดที่เกิดขึ้นมีความ
สม่ําเสมอ เปนระเบียบ และมีการจัดเรียงตัวที่ตั้งฉากกับแผนรองรับ จากทั้งสองวิธี 
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1.2 สรุปสาระสําคัญจากเอกสารที่เก่ียวของ 
 ปจจุบันมีรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับการสังเคราะหและศึกษาคุณสมบัติของเสนใยนาโนของ
ซิงกออกไซดดวยเทคนิคตางๆ มากมาย ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนแนวทางในการสังเคราะหและศึกษาคุณสมบัติของเสนใยนาโนซิงกออกไซด ดังตอไปนี้   
       Lee และคณะ (2002) [4] สังเคราะหเสนใยนาโนของซิงกออกไซดบนแผนรองรับที่เปน
ซิลิกอนดวยกระบวนการ metal vapor deposition ที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียสโดยใช    โคบอลท
เปนตัวเรง เสนใยนาโนทีไ่ดมีความเปนระเบียบคอนขางมาก ทดสอบการปลอยอิเล็กตรอนของซิงก
ออกไซดที่สังเคราะหไดพบวามีความหนาแนนกระแสคอนขางสูง (1 มิลลิแอมตอตารางเซนติเมตร) 
โดยสนามไฟฟาที่ใชมีคานอยกวา 11 โวลตตอเมตร   

 Wang และคณะ (2002) [5] สังเคราะหเสนใยนาโนของซิงกออกไซดโดยการใหความรอน
กับผงสังกะสี ซ่ึงมีอนุภาคนาโนของทองปนอยูที่ 900 องศาเซลเซียส กระบวนการเกิดเสนใยนาโนของ
ซิงกออกไซดคือ VLS จากนั้นนําไปทดสอบการเปลงแสงพบวามกีารปลอยความยาวคลื่นแสงออกมา
อยูในชวงสีเขยีว (ความยาวคลื่นประมาณ 510 nm) Vanheusden พิสูจนวาแสงสีเขียวที่เกิดขึน้มาจาก
การมีอะตอมของ   ออกซิเจนขาดหายไป [6] 

 Fan และคณะ (2004) [7] สังเคราะหเสนใยนาโนของซิงกออกไซด แผนรองรับที่เปนแซ็ป
ไฟร  เคลือบอนุภาคนาโนของทอง การสังเคราะหใชกระบวนการ ตกสะสมของไอ (vapor 

deposition) การทดลองทั้งหมดกระทาํที่บรรยากาศของอารกอน ความดนัของระบบเทากับ 10-2   
พาสคัล พบวาเงื่อนไขที่ควบคุมการกระจายของความหนาแนนและตาํแหนงของเสนนาโนก็คือตองทํา
ใหอนภุาคนาโนของทองเรียงตัวกันอยางเปนระเบียบ เสนใยนาโนทีไ่ดมีลักษณะตัง้ฉากกับแผนรองรับ
และเรียงตวัอยางเปนระเบยีบความหนาแนนประมาณ 107 มิลลิเมตร-3 ความยาวของเสนนาโนจะอยูที่ 
5 ไมโครเมตร ขึ้นอยูกับเวลาที่ใชในการสังเคราะห และจะขึ้นที่บริเวณที่มีอนภุาคนาโนของทองเคลือบ
อยูเทานั้น                   
 Zhang และคณะ (2005) [8] สังเคราะหเสนใยนาโนของซิงกออกไซดโดยเทคนิค thermal 

evaporation ใชแซ็ปไฟรที่เคลือบดวยฟลมบางของซิงกออกไซดเปนแผนรองรับโดยไมใชตัวเรงใดๆ 
เพิ่ม อุณหภูมทิี่ใชในการสังเคราะหจะอยูที่ 750 องศาเซลเซียส และอยูภายใตบรรยากาศของอารกอน 
ผลที่ไดจากการสังเคราะหพบวา เสนใยนาโนของซิงกออกไซดมีลักษณะการเกิดทีเ่ปนระเบียบและงอก
ออกมาในลักษณะที่ตั้งฉากกับแผนรองรับ เสนผาศูนยกลางและความยาวของเสนนาโนจะอยูที่ 60 นา
โนเมตร และ 4 ไมโครเมตร ตามลําดับ จากนั้นทําการวัดการเปลงแสงที่อุณหภูมิหองพบวามีการปลอย
แสงที่ความยาวคลื่น 370-390 นาโนเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับเอกสารอางอิงที่ 5 พบวาแสงที่ปลอย
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ออกมามีความยาวคลื่นลดลง สามารถอธิบายไดวาชองวางที่เกิดจากอะตอมออกซิเจนลดลงไปอยางมาก
หรือแทบจะไมมีเลย                                           
 Meng และคณะ (2005) [9] สังเคราะหแทงนาโนของซิงกออกไซดที่อุณหภูมิต่ํา (ประมาณ 
510 องศาเซลเซียส) โดยใชเทคนิค vapor phase transport method แผนรองรับที่ใชเปนซลิิกอน
เคลือบทองหนา 2 นาโนเมตร โดยประมาณ การสังเคราะหเกิดภายใตบรรยากาศของอารกอน แทงนา
โนของซิงกออกไซดมีลักษณะการเกิดทีเ่ปนระเบียบ และงอกออกมาในลักษณะที่ตั้งฉากกบั แผน
รองรับ รูปรางแทงนาโนเปนแบบ 6 เหล่ียม (hexagonal) ความหนาแนนของการกระจายตัวประมาณ  

 ผลที่ไดจาก EDX แสดงใหเห็นวาแทงนาโนที่ไดประกอบดวย สังกะสี และ ออกซิเจน 

เทานั้น  
213102.3 m×

 Chen และคณะ (2006) [10] สังเคราะหแทงนาโนซิงกออกไซดโดยวิธี vapor transport 

process โดยใชสารตั้งตนเปน ผงสังกะสีบริสุทธิ์, ผง สังกะสีบริสุทธิ์ผสมกับแกรไฟต และ ผงสังกะส ี

บริสุทธิ์ผสมกับทอนาโนคารบอน อุณหภมูิที่ใชในการสังเคราะหมีสองคาคือ 450 องศาเซลเซียส และ 
600 องศาเซลเซียส จากนั้นศึกษาถึงรูปราง โครงสราง และสมบัติทางแสงที่เปล่ียนไป พบวาในสารตั้ง
ตนกรณแีรกผลิตภัณฑทีไ่ดเปนลักษณะแฉกสามแฉก สารตั้งตนกรณีที่สองใหผลิตภัณฑเปนลักษณะ 
chrysanthemum สารตั้งตนกรณีที่สามใหผลิตภัณฑเปนลักษณะเข็มนาโน ซ่ึงสรุปไดวาสารตั้งตนมี
สวนอยางมากกับลักษณะผลิตภัณฑที่สังเคราะหได จากการศึกษาสมบัติทางแสงพบวาการสังเคราะหที่
อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑที่ไดมีอะตอมของออกซิเจนหายไป แตที่อุณหภูมิ 600 องศา
เซลเซียส พบวามีการลดลงของอะตอมออกซิเจนที่หายไป  
 Wang และคณะ (2006) [11] สังเคราะหแทงซิงกออกไซดโดยวิธีการ templated 

electrochemical deposition จากการวิเคราะหผลิตภัณฑที่สังเคราะหไดดวยเทคนิค TEM และ 
HRTEM พบวาแทงนาโนซิงกออกไซดแสดงความเปนผลึกที่ดีมาก เสนผาศูนยกลางมีคาคอนขาง
สม่ําเสมอ ผิวของผลิตภัณฑมีความขรุขระเล็กนอย และยังพบอีกวาความขรุขระของพื้นผิวจะเพิ่มมาก
ขึ้นถาเสนผาศูนยกลางแทงนาโนลดลง 
 Jeong และคณะ (2007) [12] สังเคราะหแทงซิงกออกไซดโดยการควบคุมเงื่อนไขการเกิด
เร่ิมตนโดยใช MOCVD อุณหภูมิที่ใชในการสังเคราะหคือ 770 องศาเคลวิน ควบคุมอัตราการไหล
ของไดเอททิลซิงก (diethyl zinc) โดยมีอารกอนเปนพาหะ และอัตราการไหลของออกซิเจนเทากบั 50 

sccm การสังเคราะหนีใ้ช Al2O3 เปนแผนรองรับ ผลที่ไดปรากฏวา แทงนาโนซิงกออกไซดมีการเรียง
ตัวแบบตั้งฉากกับแผนรองรับและมีความสม่ําเสมอมาก เมื่อตรวจดูดวยการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซพบพีคที่ 
34.4 และ 72.5 องศา แสดงใหเปนวาซิงกออกไซดที่ไดขึ้นตั้งฉากกับแผนรองรับและทิศทางการเกิดอยู
บนแกน c และมีโครงสรางเปนแบบ 6 เหล่ียม (hexagonal)  
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1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อที่จะสังเคราะหเสนใยนาโนซิงกออกไซดบนแผนรองรับแกวสไลดโดยวิธีการตกสะสม
ดวยการเผาดวยกระแสไฟฟาและการระเหิดดวยวิธีคารโบเทอรมอล จากนั้นหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดที่ให
เสนใยนาโนของซิงกออกไซดที่เกิดขึ้นมีความสม่ําเสมอ เปนระเบียบ และมีการจัดเรียงตัวที่ตั้งฉากกับ
แผนรองรับ รวมไปถึงการตรวจสอบโครงสราง องคประกอบของธาตุ คุณสมบัติทางดานแสง และ 
ลักษณะผลึกของเสนใยที่ได 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1) ศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจยัเสนใยนาโนของซิงกออกไซด 
1.4.2) เตรียมสารตั้งตน คือ ผงซิงกออกไซดผสมกับแกรไฟต และเตรียมแผนรองรับ 

1.4.3)  เตรียมอนุภาคนาโนของทองบนแผนรองรับเพื่อใชเปนตวัเรง   
1.4.4) สังเคราะหเสนใยนาโนของซิงกออกไซดโดยใชกระบวนการตกสะสมดวยการเผาดวย
กระแสไฟฟาและกระบวนการระเหดิโดยวิธีคารโบเทอรมอล 

1.4.5) ตรวจสอบลักษณะของเสนใยที่ไดดวยดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

(SEM) ตรวจสอบสวนประกอบทางเคมีของเสนใยดวยกระจายพลังงานของรังสีเอกซ (EDS) 

ตรวจสอบคุณสมบัติทางแสงเมื่อถูกกระตุนดวยไอออนพลังงานต่ํา (IL) และตรวจวัดลักษณะ
ของผลึกดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ (XRD)   

 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.5.1 ทําใหทราบถึงสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะหเสนใยนาโนของซิงกออกไซดโดย
กระบวนการตกสะสมดวยการเผาดวยกระแสไฟฟา  
1.5.2 ทําใหทราบถึงสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะหเสนใยนาโนของซิงกออกไซดโดย
กระบวนการระเหดิโดยวิธีคารโบเทอรมอล 
1.5.3 สามารถสังเคราะหเสนใยนาโนของซิงกออกไซดที่มีรูปราง ขนาดและการจัดเรียง
ตัวอยางสม่ําเสมอ เพื่อที่จะสามารถนําไปประยุกตในงานชั้นสูงตอไป 

1.5.4 ไดเรียนรูเทคนิคการวิเคราะหโครงสรางทางจุลภาค, องคประกอบทางเคมี และ
คุณสมบัติทางแสง 

 


